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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de [a CEI
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant I'amendement 1, et

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication

la publlcmmwwwms 1and2

et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est
constanjment revu par la CEl afin qu'il refléte I'état
actuel de la technique.

Des remseignements relatifs a la date de reconfir-
mation |de la publication sont disponibles dans I[e
Catalogle de la CEI.

eignements relatifs & des questions a I’étude et
aux en cours entrepris par le comité technique
atabli cette publication ainsi que la ligte des

27: Symboles littéraux a

¢ 2, la CEl 60417: Symboles
graphigues dtilisables sur’ le matériel. Index, relevé et
compildtion des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

bpt under
that the

irmation of

ation and
technical

nd at the

, ubllshed yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* ang
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are relerred to
|IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vpcabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols dnd signs
approved by the IEC for general use, redders are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, \EC 60417: |Graphical
symbols for use on equipment. Index, suyvey and
compilation of the single sheets and |EG 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

*

See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets

Septiéme partie: Transistors bipolaires

les transistors bipolaires a température de boitj
pour amplification en haute fréque

AVANT-PROPOS

achniques, préparés par des
t'a ces questions, expriment

5 par les

sxprime le voeu que tous les Comités pationaux
adoptent dans leurs régles nationales s handation de la CEl, dans la mesure ou les
conditions nationales lg ent. gence_ewnfre la recommandation de la CEl e{ la régle
nationale correspondd Qj ible, 8tre indiquée en termes clairs dans cette
dernidre.

bsitifs a

q & tem-

Régle des Six Mois Rapport de vote

47(BC)984 47(BC)1078

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a 'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
numéro de spécification dans le Systéme CE! d’assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices

Part 7: Bipolar transistors

bipolar transistors for high-frequency amplificati

FOREWORD

1) The fomal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prép

2) They Have the form of recommendations
Commifttees in that sense.

3) In ordgr to promote international unification,/the IEC axphe ops
should|adopt the text of the IEC recommendation fgrtheir nati 6 »EII
permit.| Any divergence betweemthe |EC reco me oCorresponding national rules should, ps

far as g

This sta Technical Committee No. 47: Semiconductpr
devices.

This std ail specification for case-rated bipolar transistors fpr
high-freg icati

The text sed on the following documents:

Six Months’ Rule Report on Voting

Z7(CO)984 47{CO)1078

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting
Report indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification
number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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Autres publications de la CEl citées dans la présente norme:

Publications n°® 68-2-17 (1978): Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique.
Deuxidme partie: Essais — Essai Q: Etanchéité.

191-2 (1966): Normalisation mécanique des dispositifs & semiconducteurs. Deuxidme
partie: Dimensions. (En révision.)

747-1 (1983):  Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits intégrés.
Premiére partie: Généralités.

747-2 (1983):  Dispositifs 2 semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits intégrés.
Deuxidme partie: Diodes de redressement.

747-7 (1988):  Dispositifs discrets et circuits intégrés a semiconducteurs. Septiéme
partie: Transistors bipolaires.

747-10 (1991):  Dispositifs a semiconducteurs. Dixidme p, jénérique

pour les dispositifs discrets et les circui
747-11 (1985):  Dispositifs a semiconducteurs. Onzié icatjon inter-
médiaire pour les dispositifs discts

749 (1984):  Dispositifs & semiconducteurg — E iques.

o3
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Other IEC publications quoted in this standard:

Publications Nos.

68-2-17 (1978):

191-2 (1966):

747-1 (1983)

747-2 (1983):

747-7 (1988):

Basic environmental testing procedures, Part 2: Tests, Test Q: Sealing.

Mechanical standardization of semiconductor devices, Part 2:
Dimensions. {Under revision.)

Semiconductor devices — Discrete devices and integrated circuits,
Part 1: General.

Semiconductor devices — Discrete devices and integrated circuits,
Part 2: Rectifier diodes.

Semiconductor discrete devices and integrated circuits, Part 7: Bipolar

747-10 (1991):
747-11(1985):

749 (1984):

W

transistors.

Semiconductor devices, Part 10: Generic specification for\discrete

devices and integrated circuits.

Semiconductor devices, Part 11: Sectional ‘s
devices.

Semiconductor devices — Mechanical and
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets

Septiéme partie: Transistors bipolaires
Section quatre — Spécification particuliere cadre pour

les transistors bipolaires a température de boitier spécifiée
pour amplification en haute fréquence

INTRODUCTION

P

Ce

tte spécification particuliére cad
res concernant les dispositits
blications suivantes de la CEl:

vec les

ification

Spécifi-

ets sur cette page et les suivantes correspondent aux
étre portées dans les cases prévues a cet effet.

nisme National de Normalisation sous l'autorité duquel la spécifica-
est établie.

{2} Numéro IECQ de la spécification particuliere.

tion_patticuliérs

[3] Numeros de référence et d’édition des spécifications générique et intermédiaire.

[4] Numéro national de la spécification particuliere, date d'édition et toute autre
information requise par le systéme national.

ldentification du composant

[5] Type de composant.

[6] Renseignements sur la construction et les applications typiques. Si un dispositif
peut avoir plusieurs applications, cela doit étre indiqué dans la spécification
particuliére. Les caractéristiques, les limites et les exigences de contrdle relatives a
ces applications doivent étre respectées. Pour les dispositifs sensibles aux charges
¢électrostatiques, ou contenant des matériaux instables, par exemple de l'oxyde de
béryllium, les précautions nécessaires & observer doivent &tre ajoutées dans la
spécification particuliére. :
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SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices

Part 7: Bipolar transistors

Section Four — Blank detail specification for case-rated
bipolar transistors for high-frequency amplification

INTRODUCTION

The IEC|Quality Assessment System for Electronic Components i
with the Btatutes of the IEC and under the authority of the IEC. T
to defing quality assessment procedures in such a manng
released| by one participating country as conforming with th

a applicable
the need for
further tgsting.

This blapk detail specification is one ¢ il\specifications for senii-
conductqr devices and shall be used wit :

747-10/QC 700000 (1991): 7 Dr
discrete devices and intég \

747-11/QC 750100 (1985): . ¢ pr
discrete devices.

Requireql informa

Numbers g

items of

Identific.

[2] TheNECQ number of the detail specification.
[3] The numbers and issue numbers of the generic and sectional specifications.

[4] The national number of the detail specification, date of issue and any further
information required by the national system.

Identification of the component

[5] Type of component.

[6] Information on typical construction and applications. If a device is designed to
satisfy several applications, this shall be stated here. Characteristics, limits and
inspection requirements for these applications shall be met. If a device is electrostatic
sensitive, or contains hazardous material, e.g. beryllium oxide, a caution statement
shall be added in the detail specification.
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[7]1 Dessin d’encombrement et/ou référence aux documents correspondants pour les
encombrements.

[8] Catégorie d’assurance de la qualité.

[9]1 Données de référence sur les propriétés les plus importantes pour permettre la
comparaison des types de composants entre eux.

@C@@
S

[Dans toute cette norme, les textes indiqués entre crochets sont destinés a guider le
rédacteur de la spécification; ils ne doivent pas figurer dans la spécification particuliére.]

[Dans toute cette norme, lorsqu’une caractéristique ou une valeur limite s’applique, «x»
signifie qu’une valeur est a introduire dans la spécification particuliére.]
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[7]1 Outline drawing and/or reference to the relevant standard for outlines.
[8] Category of assessed quality.

[9]1 Reference data on the most important properties to permit comparison between
component types.

@C‘@
S

[Throughout this standard, the texts given in square brackets are intended for guidance to
the specification writer and should not be included in the detail specification.]

[Throughout this standard, when a characteristic or rating applies, "x" denotes that a value
shall be inserted in the detail specification.]
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[Nom (adresse) de 'ONH responsable
(et éventuellement de I'organisme auprés
duquel la spécification peut étre obtenus).]

[N° de la spécification particuliére 2}
IECQ, plus n° d'édition et/ou date.]
QC 750107-XXX

COMPOSANT ELECTRONIQUE DE QUALITE
CONTROLEE CONFORMEMENT A:
Spécification générique: Publication 747-10/QC 700000

Spécification intermédiaire: Publication 747-11/QC 750100

[Numéro national de la spécification particuliére.] [4]
[Cette case n'a pas besoin d’dtre utilisée si le
numéro national est identique au numéro IECQ.]

[et référoncosnationalos-si-olles-sont différontes]

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR:
[Numéfo(s) de type du ou des dispositifs.]

Rense|gnements a donner dans les commandes: voir I'article 7 de cette nopme.

Lo
\> is)

1 Delscription mécanique

Référances d’encombrement:
CEl 191-2... [obligatoire si disponible] et/ou
nationdles [s'il n'existe pas de dessin CEl.]

Dessin| d’encombrement
[peut gtre transféré, ou dopng ave
a l'artigle 10 de cette norme.]

Identification des bogfie
[Dessin indiquant I'¢
les symboles gré

des Darne:

y compris

Marquige: [lettres et chiffres, ou code de couleurs]
[La spécification particuliére doit indiquer les

itier [6]
uence

Matériau semiconducteur: [Si]
ncapsulation: [boitier avec ou sans cavitg.]

3 Catégories d’assurance de la|qualité

[& choisir dans le paragraphe 2.6 de la I8}
spécification générique]

Données de référence (9]

informations & marquer sur le dispositif.}

[Voir le paragraphe 2.5 de la spécification générique
ot/ou l'article 6 de cette norme.]

[Indication de la polarité, si l'on utilise une méthode
spéciale.}

Se reporter a la Liste des Produits Homologués en vigueur pour connaitre les fabricants dont les composants

conformes & cette spécification particuliére sont homologués.



https://iecnorm.com/api/?name=70ae9d23344cf100ba6eb857f3aee9ae

747-7-4 © [EC

-11 -

{Name (address) of responsible NAI
(and possibly of body from which specification
is available).]

L}

[Number of IECQ detail specification 2l
plus issue number and/or date.]
QC 750107-XXX

ELECTRONIC COMPONENT OF ASSESSED
QUALITY IN ACCORDANCE WITH:

Generic specification: Publication 747-10/QC 700000
Sectional specification: Publication 747-11/QC 750100

(3]

[National number of detail specification.] [4]
[This box need not be used if the National
number repeats |[ECQ number.}

[and national references-it-different]

N

DETAIL SPEGQIFICATION FOR:
[Type number{s) of the relevant device(s).]
Ordering inforination: see clause 7 of this standard.

1 Mechanical description

=\

Outline references:
IEC 191-2... [mandatory if available] and/or
national [if thefe is no |EC outline.]

Outline drawirlg
[may be trans:rrred to or given wi
clause 10 of th)is standard.}

Terminal idel‘:I'fication
[drawing sho!
graphical symbols.]

Marking: [letters dnd-figures, or colour code.]
[The detail spécification shall prescribe the information

N
o prin,

ipolar Yransistor for high-frequency | [6]

3 Categories of assessed quality

[from subclause 2.6 of the generic [8]
specification.]

Reference data 9]

to be marked on the device, if any.]

[See subclause 2.5 of the generic specification
and/or clause 6 of this standard.]

[Polarity indication, if a special method is used.]

information about manufacturers who have components qualified to this detail specification is available in the

current Qualified Products List.
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4 Valeurs limites (systémes des valeurs limites absolues)

Ces valeurs s’appliquent dans la gamme des températures de fonctionnement, sauf
spécification contraire.

[Répéter uniquement les numéros et titres des paragraphes utilisés. Mettre les valeurs
limites supplémentaires éventuelles & I'endroit voulu, mais sans numéro de paragraphe.]

[Les courbes doivent de préférence figurer a I'article 10 de cette norme.]

L Valgur
Phragraphe Paramétres Symbole
hiq. max.
4.1 Températures de fonctionnement de boitier \ \ X
4.2 Températures de stockage 19 X
4.3 Spécifier une ou plusieurs des tensions suivantes;
Tension continue maximale collecteur-base \ B > X
Tension continue maximale collecteur-émet Ve X
polarisation de base en inverse
Tension continue maximale collecteur-§ Sts X
tension base-émetteur nulle >
44 Veeo X
Veer X
45 Veso X
4.6
Ic ou X
’C(AV)
I ou X
E(AV)
4.7
fem X
Iem X
4.8 Coufant maximal de base (continu ou valeur moyenne) lgou X
IB(AV)
4.9 Dissipation de puissance:
4.9.1 Dissipation totale maximale de puissance en fonction de X
la température
ou:
4.9.2 Température maximale virtuelle (équivalente) de jonction, i X
et limite absolue de dissipation de puissance tot
4.10 Aire de fonctionnement de sécurité (par exemple courbes
de /, en fonction de Vie) en continu et, s'il y a lieu, en
impulsions
4.11 S'il y a lieu, endurance a la désadaptation dans des t X
conditions spécifides
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4 Limiting values (absolute maximum rating system)

These values apply over the operating temperature range unless otherwise specified.

[Repeat only subclause numbers used, with the title. Any additional values should be
given at the appropriate place, but without subclause number(s).]

[Curves should preferably be given under clause 10 of this standard.]

Subclaus

4.1

4.2

43

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9
4.9.1

492

/~ Value
Parameters Symbol
Nin_ [ \omax,

Operating case temperatures Tease < X \\
Storage temperatures A \ X >
One or more of the following shall be specified: < w
Maximum continuous (direct) collector-base voltage Ves X
Maximum continuous (direct) collector-emitter volita X
with reverse base voltage
Maximum continuous (direct) collector-emitter veltage V, X
with base short-circuited to emitte
Maximum continuous (direct) colled X
and/or:

Veen X
Maximum emitter- Veso X
Either:
Maxim I or X

C(AV)

Ig or X

E(AV)

Iom X

lem X
Maximum Bdse current (d.c. or mean value) lgor X

IB(AV)
Power dissipation:
Maximum total power dissipation as a function of X
temperature
or:
Maximum virtual (equivalent) junction temperature, and t(v[) X
absolute limit of power dissipation Py,
Area of safe operation (for example, curves I, versus
Vse) d.c. and, where appropriate, pulse
Where appropriate, endurance to mismatch under specified t X

conditions
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5 Caractéristiques électriques

Voir I'article 8 de cette norme pour les exigences de controle.

747-7-4 © CEI

[Répéter uniquement les numéros et titres des paragraphes utilisés. Mettre les caractéris-
tiques supplémentaires éventuelles a I'endroit voulu, mais sans numéro de paragraphe.]

[Lorsque plusieurs dispositifs sont couverts par la méme spécification particuliere, il
convient d'indiquer les valeurs correspondantes sur des lignes successives, en évitant de
répéter les valeurs identiques.]

[L(ls courbes doivent de préférence figurer a l'article 10 de cette norme.}]

Caractéristiques et conditions
arT, . _=26°C

case

pour une tension base-émetteur nulle, de
préférence pour la valeur limite maximale Vg

Ppragraphe sauf spécification contraire (voir I'article 4 Sygibol %ﬂ \mz Essayé
de la spécification générique) N\ & ’ )
5.1 Valeur statique en émetteur commun du rap, hy 4 \/ X A2b
de transfert direct de courant pour V. et /5
(ou V, et I) spécifiés, de préférence paur |
courant typique de fonctionnement (¢ontj
ou en impulsions comme/spé
6.2 S’ily a lieu:
haik2) X A3
f; X X c2b
Sp1e X X C2b
sct pour Ve, o et f
de charge spécifiée
siduel collecteur-base maximal, avec ’030(1) X A2b
émettour en circuit ouvert, de préférence pour la
r limite maximale Vg
Sinon:
Courant résiduel collecteur-émetteur maximal lomxtty X A2b
dans des conditions spécifiées de polarisation
base-émetteur, de préférence pour la valeur
limite maximale V.,
54.2 S'il y a lieu:
Courant résiduel collecteur-émetteur maximal, Icea(u X A2b
avec résistance base-émetteur spécifiée, de
préférence pour la valeur limite maximale V¢
543 S'il y a lieu:
Courant résiduel collecteur-émetteur maximal Icssm X A2b



https://iecnorm.com/api/?name=70ae9d23344cf100ba6eb857f3aee9ae

747-7-4©

IEC —-15-

5 Electrical characteristics

See clause 8 of this standard for inspection requirements.

[Repeat only subclause numbers used, with title. Any additional characteristics should be
given at the appropriate place but without subclause number.]

[When several devices are defined in the same detail specification, the relevant values
should be given on successive lines, avoiding repeating identical values.]

[Curves slhould preferably be given under clause 10 of this standard.} <\(\
A\ (\
Characteristics and conditions IB\ \
at T, =25°C 2
Subclausk L oase Symbol AN sted
unless otherwise specified (see clause 4 in \ A\
of the generic specification) ) ’
5.1 Static value of the common-emitter forward 21E() x A2b
current transfer ratio at specified V;c and /;
{or Vg and I;), preferably at typical operating
current (d.c. or pulse as specified) C
N
52 Where appropriate:
Static value of the common-emittgr forward hyy 2) X A3
5.3 X X C2b
210 X X C2b
5.4
5.4.1
c80(1) X A2b
or otherwise:
Maximum collector-emittar cut-off current tinder lwuu) X A2b
specified base-emitter bias conditions,
preferably at maximum rated V.
5.4.2 Where appropriate:
Maximum collector-emitter cut-off current with logr1y X A2b
specified base-emitter resistance, preferably at
maximum rated Vo
5.4.3 Where appropriate:
Maximum collector-emitter cut-off current with ]cesu) X A2b
the base short-circuited to the emitter,
preferably at maximum rated V¢



https://iecnorm.com/api/?name=70ae9d23344cf100ba6eb857f3aee9ae

—16- 747-7-4 © CEI

Caractéristiques et conditions
4 T,,=25°C
sauf spécification contraire (voir I'article 4 de la

spécification générique)

Valeur

Symbole Essayé
min. max.

Paragraphe

54.4 S’il y a lieu:
Courant résiduel collecteur-émetteur maximai, lego X A2b
pour un courant de base nul, de préférence pour
la valeur limite maximale V.,

54.5 S'ily a lieu:
Courant résiduel émetteur-base maximal, pour un leso A2b
courant collecteur nul, de préférence pour la <
valeur limite maximale Vg

N\

5.5 Courants résiduels a haute température

Au moins une, sinon plusieurs, des

caractéristiques suivantes doivent étre spécifiées, |
s’il y a lieu. La température doit étre choisie da

la liste préférentistle de la Publication 747-1

5.5.1 De prétérence:

Courant résiduel collecteu
Vg compris de préférende
de la valeur limite maximale
haute température

@q ) X C2b

loexizy x C2b

[} X c2b

CER(2)

)

ces(2) X C2b

compris de préférence entre 65 % et 85 % de la
valeur limite maximale V.4 et & haute
temperature

5.6 Tension maximale de saturation collecteur- VeEsat X A3
émetteur pour Iy spécifié et /, fort (continu ou en
impulsions comme spécifié)

5.7 Soit:
Puissance de sortie minimale dans la charge pour| P, .
une puissance d’entrée spécifiée, 4 haute

fréquence et, s’il y a lieu, & une autre fréquence
plus basse, de préférence dans les mémes
conditions spécifiées de circuit et de polarisation
soit:

Gain minimal en puissance, de préférence dans Gy X A2b
les mémes conditions que pour P,

X A2b
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Subclause

Characteristics and conditions
at T =25°C

case
unless otherwise specified (see clause 4

of the generic specification)

Symbol

Value

Tested

544

Where appropriate:

Maximum collector-emitter cut-off current with
the base open-circuited preferably at maximum
rated Vo

CEO

A2b

54.%

5.5

5.5.

Where appropriate:

Maximum emitter-base cut-off current with the
collector open-circuited, preferably at maximum
rated Vg
Cut-off currents at a high temperature:

At least one or more of the following shall,
where appropriate, be specified. The
temperature shall be selected from the preferred
list in Publication 747-1

Preferably:
Maximum collector-base cut-off ¢ nt, at

preferably between 65 % and 85 % of maximum
rated V.o and at a high temperature

[3: (012

e

X(2)

N

loenee)

loesz)

A2b

C2b

C2b

C2b

C2b

5.6

5.7

Maximum collector-emitter saturation voltage
at specified /g and high /; (d.c. or pulse as
specified)

Either:

Minimum output power into the load at a specified
input power and at a high frequency and, where
appropriate, at another lower frequency,
preferably for the same specified conditions

of circuit and bias

or:

Minimum power gain, preferably in the same
conditions as for P_,

CEsat

out

A3

A2b

A2b
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Caractéristiques et conditions Valeur
& T ,,=25°C b E "
Paragraphe sauf spécification contraire (voir I'article 4 de ia Symbole min max ssay
spécification générique) ’ ’
58 S'il y a lieu:
Rendement minimal, de préférence global, sinon Nyor X A2b
rendement minimal de collecteur (Note 1), dans
les mémes conditions que pour P, , en 5.7 e X A2b
5.9 Capacités
5.9.1 Capacité maximale de sortie, pour Vg et f C,op ( X C2a
spécifiés, I = 0 <
5.9.2 S'il y a lieu:
Capacité maximale d’entrée, pour V., et f C, C2a
spécifiés, /o =0 N\
5.9.3 S'il y a lieu: \
Capacité maximale de transfert inverse, ppur Vo y X C2a
et f spécifiés, I =0 G
5.10 S'ily a lieu:
Facteur d’intermodulation © X C2b
linéarité
Rth(l <) X cad
X

6

[Préciser ici tous les renseignements particuliers autres que ceux de la case [7] (article 1)
et/ou du paragraphe 2.5 de la spécification générique.]

7 Renseighements a donner dans les commandes

[Sauf spécification contraire, les renseignements suivants constituent le minimum
nécessaire pour passer commande d’un dispositif donné:

— rétérence précise du modele (et valeur de la tension nominale, si nécessaire);

~ référence IECQ de la spécification particuliére avec numéro d’édition et/ou date
selon le cas;
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Characteristics and conditions

2 Toase = 25 °C Symbol e Tested
Subclause unless otherwise specified (see clause 4 ymbo min max este
of the generic specification) ’ ’
5.8 Where appropriate:
Minimum efficiency, preferably overalil or Nyot X A2b
alternatively, minimum collector efficiency
(Note 1), in the same conditions as for £, in 5.7 e X A2b
5.9 Capacitances /\(\
5.9.1 Maximum output capacitance at specified Vg C,op < X a
and f, I =0 Q
5.9.2 Where appropriate:
Maximum input capacitance at specified Vg Ci \ 2a
and f, /=0 < X

5.9.9 Where appropriate:

Maximum reverse transfer capacitance at
speocified Vo and f, Ig=0
5.10 Where appropriate:

X C2b

5.1 When virtual junctign 3 X cad

5.12 Where appropui
Curv i
impedancé

AN

NOTE 1| —

6 Marking

[Any particular information other than that given in box [7] (clause 1) and/or subclause 2.5
of the generic specification shall be given here.]

7 Ordering information

[The following minimum information is necessary to order a specific device, unless
otherwise specified:

— precise type reference (and nominal voltage value, if required);
— |ECQ reference of detail specification with issue humber and/or date when relevant;
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— catégorie d’assurance de la qualité définie au paragraphe 3.7 (article 11*) de la
spécification intermédiaire et, si nécessaire, séquence de sélection définie au

paragraphe 3.6 (article 10*) de cette méme spécification;
— toute autre particularité.]

8 Conditions d’essai et exigences de contréle

[Elles figurent dans les tableaux suivants, ol il convient de spécifier les valeurs et les
conditions exactes a utiliser pour un modéle donné, conformément aux essais

correspondants indiqués dans la publication applicable.]

[Lg choix entre les méthodes d'essais ou les variantes doit étre fai
la $pécification particuliére.]

[Lgrsque plusieurs dispositifs sont couverts par la mémé

ction de

uiiére, il

cofivient d’indiquer les conditions et/ou les valeurs co lignes
su}:essives, en évitant autant que possible de rép valeurs
identiques.]

Saypf indication contraire, les numéros de p 4 ' s cette
segtion renvoient a la spécification jque; d'essai sont indiquées a
l'article 4 (article 12%) de la spéci i

[Paur les exigences de prélévements, se repolier oy reproduire les valeurs du paragraphe
3.1 (article 11") de la spécificatia j 2 e de la
qualité.]

[Paur le groupe A systemes NQA ou NQT est a faire ¢lans la

spécification p\/an‘i

»

De la future révision de la Publication 747-11 de la CEl.
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— category of assessed quality as defined in subclause 3.7 (clause 11%) of the
sectional specification and, if required, screening sequence as defined in subclause 3.6
(clause 10*) of the sectional specification;

— any other particulars.]
8 Test conditions and inspection requirements

[These are given in the following tables, where the values and exact test conditions to be
used shall be specified as required for a given type, and as required by the relevant test in
the relevant publication.]

[The chiice between alternative tests or test methods shall be made
specification is written.]

[When geveral devices are included in the same detail spevifica
condition]s and/or values should be given on successive lines,

In this s@ction, reference to subclause numbers is magq
cation unless otherwise stated and test methods &
the sectipnal specification.

[For sampling requirements, either re
(clause |11*) of the sectional specificatio
assessed quality.]

[For grolip A, the choice\belv AQ P/ system shall be made in the detgil

specificafion.] :

*  Of future revision of IEC Publication 747-11.
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GROUPE A
Contrdles lot par lot

Aucun essai n'est destructif (3.6.6)

Conditions a T, =25°C Limites des exigences
Examen ou essai  |Symbole | Référence sauf spécification contraire de contrdle
(voir l'article 4 de. la spécification min. max.
générique)
Sous-groupe At
Examen visuel externe par. 4.2.1.1
Squs-groupe A2a \
Dippositifs inopérants Court-circuit: >
Circuit ouvert:
.
Squs-groupe A2b

Cqurant(s) résiduel(s)

Sqit:

coprant collecteur-base Voo max.] X

%

)
Ve 7 [de préférence V., max.] X

/> Vge = [X spécifié]

\ 4
@\2. l,} Vg = [de préférence Vg max.] X

soft:

courant collecteur-

émettour \/>
R(1
\/

S'fly a lieu: N
coprant collectel
émetteur

Cqur, ésidu \

seet. trois,
par. 6.4 Ry = [A spécifié]

80(1) 747-7, ¢h. IV,| Vi, = [de préférence Vi, max.] X
émettaur-b. sect. un,
art. 2 Io=0
S'fl y'a lieu:
courant-collectour "cssu) F47-T-eh— 1V =-{do-prétéronce Vo max] X

émettour sect. trois,
par. 6.4 Vge =0

S'ily a lieu:
courant collecteur- lseo 747-7, ch. 1, V. = [de préférence V., max.] X
émetteur sect. trois,
par. 6.4 Ig=0
Valeur statique du h21E(1) 747-7, ch. | Ve (Vo) = [spécifié]
rapport de transfert sect. trois, | /; (Jp) = [spécifié (de préférence X X
direct de courant en par. 6.1 valeur typique)]
émetteur commun [en continu ou en impulsions

comme spécifié (Note 2)]
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All tests are non-destructive (3.6.6)

-23-

GROUP A
Lot by lot

Conditions at 7_, . =25°C

Inspection
requirement limits

Inspection or test Symbol [ Reference unless otherwise specified
(see clause 4 of !he generic min. mex.
specification)
Sub-group A1
External visual subclause
examinafiomn -0
/\
Sub-groyp A2a
Inoperatiyve devices Short-circuit: Cut-off current Q
> [100 times the
cut-off curre;
shown in A2b] x
Open-circuit:
Sub-grodp A2b
Cut-off cyirrent(s)
Either: <
collector{base current ’csou) 747-7, ch. I, X
seact. three,
subcl. 6.4
or:
collector{emitter gz [prefgrably Vg, max.] X
current
/\ \(QE DX specified]
Where appropriate: N
collector{emitter Ve = [preferably Ve max.] X
current <
/\ Ry = [R specified]
Emitter—llas N 7277, ch. 1V, | v, - [preferably Vgo max.] x
cut-off cyrreqt \/ sect. one,
’ clause 2 fc=0
~
Where appropriate:
collectoeriﬁar lpesm 747-7. ch W L V= [praf.era.b.l.y_llcEs_mnv 1 X
current sect. three,
subcl. 6.4 Vge =0
Where appropriate:
collector-emitter loeo 747-7, ch. I, [ V¢ = [preferably V., max.] X
current sect. three,
subcl. 64 | [p=0
Sta.tic value of common-| h21E(1) 747-7, ch. HiL| Ve (Vo) = [specified]
emitter forward current sect. three, | I, (/) = [specified (preferably X X
transfer ratio subcl. 6.1 typical value)]
[d.c. or pulse as specified
{Note 2)}



https://iecnorm.com/api/?name=70ae9d23344cf100ba6eb857f3aee9ae

-24- 747-7-4 © CEI

GROUPE A (suite)

Conditions a3 T =25 °C Limites des exigences
. case a
Examen ou essai  |Symbole| Référence sauf spécification contraire de contréle
(voir l'article 4 de. la spécification min. max.
générique)
Puissance de sortie Pyt 747-7, ch. Ill,| [Conditions et circuit comme X
ou s'il y a lieu, sect. trois, | spécifiés (voir 5.7 de cette norme)]
gain en puissance G, par. 6.7 X
Sqgus-groupe A3
S’il y a lieu:
Tepsion de saturation Vegsat | 747-7, ch. WL | [, = [spécifié fort], X
collecteur-émetteur sect. trois, | fy = [spécifié] X
par. 6.6 [en continu ou en impuisions
comme spécifié (Nogﬁ]\ \
N
S'il y a lieu:
Valleur statique en h21E(2) 747-7, ch. 1, X
émjetteur commun du sect. trois,
ragport de transfert par. 6.2
dirpct de courant
D\,

NOTE 2 — Voir les co
bonditions préférentielfe

frgeur d’impulf‘ n tp



https://iecnorm.com/api/?name=70ae9d23344cf100ba6eb857f3aee9ae

747-7-4© IEC

—-25—

GROUP A (continued)

Conditions at T, = 25°C Inspection
Inspection or test Symbol | Reference unless otherwise specified requirement limits
(see clause 4 of the generic .
. min. max.
specification)
Output power or, out 747-7, ch. lli,] [Conditions and circuit as X
where appropriate, soct. three, | specified (see 5.7 of this
power gain Gp subcl. 6.7 | standard)] X
Sub—grotlp A3
Where appropriate: /\(\
collectorjemitter Vogear | 747-7, ch. 1L} I, = [specified high], Q
saturatiop voltage sect. three, | I = [specified] X
subcl. 6.6 [d.c. or puise as specified
(Note 2)] \ \

Where appropriate:
Static vajue of the hz,E(z) 747-7, ch. 111,
common-{emitter sect. three,
forward transfer ratio subcl. 6.2 >

NOTE 2 - See relevant condifio

preferiry be:
pulse

idthtps300@ty a
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GROUPE B
Contréles lot par lot
{(dans le cas de la catégorie 1, voir la spécification générique, paragraphe 2.6)
LIs

Lss limite supérieure de la spécification
Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6)

limite inférieure de la spécification
du groupe A

Conditionsa T____ =25°C Limites des exigences

case
sauf spécification contraire de contrdle

Examen ou essai Symbole | Référence (voir article 4 de la spécification

générique)

min. max.

Spus-groupe BT

D|mensions Par.4.2.2 Voirtarticle|1 de
ann. B /\ &: e 'noxme]

bus-groupe B3 \/

S
Rpbustesse des sorties 749, ch. ll, | Force = [voir 749, ¢ch. I, i. as dp détérioration
P

iage
ilapplicable (D) par. 1.2 \
) Y%

bus-groupe B4 .
budabilité 749, ch. ll, | [Comme spécifié] Etamage cofrect

@

0 0

bus-groupe B5

priations rapides de
pérature,

ivies de:

—| Essai cyclique de

chaleur humide (D)

(pour les dispositi

S

® L <)

4 , Variante 2, Comme spérifié

nompre de cycles =

sans cavité)
oy:
- Etanchéitr ] Paragraphes 7.2, 7.3 ou 7.4,
dispositifs a ca¥it combinés avec essai Qc, 68-2-17
avec les mesurgs finales:
—| courant résidue [Note Comme en A2b LSS
- hyie 747-7, Comme en A2b LIS LSS
ch. lii,
sect. trois,
par. 6.1
S 7us-gr0up\998\'§>
Epdurance électrigue 747-7 Durée en fonctionnement
ou
(1[68 h) {Nﬁfn A} ?nlnrw A haute
température
avec les mesures finales:
— courant résiduel [Note 3] Comme en A2b 2Lss
— rapport de transfert h21E(1) 747-7, Comme en A2b 0,8LIS 1,2LS8
direct de courant ch. I,
sect. trois,
par. 6.1
Sous-groupe RCLA Information par attributs pour B3, B4, B5 et B8.

[NOTE 3 — Spécifier un courant résiduel du sous-groupe A2b, de préférence lego}

[NOTE 4 — Pour certains types de transistors destinés a des utilisations intermittentes dans des émetteurs, cet essai
peut étre réduit & 48 h, avec fonctionnement slectrique uniquement, avec NC = S3, NQA = 1,5 %.]
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GROUP B
Lot by lot

(in the case of category |, see the generic specification, subclause 2.6}

LSL = lower specification limit }
from group A
USL = upper specification limit
Only tests marked (D) are destructive (3.6.6)
Conditions at 7_,, =25°C inspection
. unless otherwise specified requirement limits
Inspection or test Symbol | Reference (see clause 4 of the generic o o
I specification) i
Sub-grot]p 81
Dimensiqns subcl.4.2.2 e clause)of
app. B /\ his s@!@]
Sub-groyp B3 \/
Robustnégss of termi- 749, ch. ll, | Force = [see 749, ch. li, Ql damage
nations subcl. 1.2 | subel. 1.2]
Bending 'f applicable (D) A \
) ~
Sub-groyp B4 >
Solderabjlity 749, ch. ll, | [As specified ood wetting
subol. 21 | /\(\ AN
N
Sub-groyp BS
Rapid chpnge of 749, ch. Ui,
tempeoratjre, clause 1
followed py either:
~ Damg heat, 749, ch=lil, As specified
cycli¢ (D) lause 4
(for non-cavity
deviges)
or: :
— Sealihg (for cavit 49,'¢h, It \ Subclauses 7.2, 7.3 or 7.4,
devides) claus >ombined with test Qc, 68-2-17
with final measurementsy
~- cut-off current Note 3] As in A2b usL
- forw1 EQ >:7-7, As in A2b LSL ustL
trans \ N,
ect. three,
\ subcl. 6.1
Sub-grOL[p B8 >
Electrical endGrance 747-7 Operating life
(168 h) [Note’ 4] or
high t r ature reverse bias
with final measurements:
— cut-off current [Note 3] As in A2b 2 USL
—~ forward current h21E(1) 747-7, As in A2b 0,8LSL 1,2 USL
transfer ratio ch. Ili,
sect. three,
subcl. 6.1
Sub-group CRRL Attributes information for B3, B4, B5 and BS8.

[NOTE 3 — Specify one cut-off current from sub-group A2b, preferably /]

[NOTE 4 — For some types of transistors for intermittent transmitter applications, this may be reduced to
48 h, electrical operation only, with IL = S3, AQL = 1,5 %.]
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GROUPE C
Controles périodiques

Lis
LSS

limite inférieure de la spécification

i

} du groupe A
limite supérieure de la spécification

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6)

Conditions 2 T, =25°C Limites des exigences
Examen ou essai Symbole| Référence sauf spécification contraire de contréle
(voir I'article 4 de la spécification min max
générigue)

Squs-groupe C1
Dijnensions Par. 4.2.2 [Voic acticle 1

ann. B (X da ¢ette norme]

L/
Squs-groupe C2a N
Cdpacité de sortie Coop 747-7, Vop = [spécifié, de X
en/base commune ch. il préférence 10 ¥},
sect. trois, Ic=0

par. 6.9 f=1M X
otfs'il y a lieu:
— | capacité d’entrée X
etiou
— | capacité de transfert spécifié], Iy = 0, X

inverse en émetteur MHz (de préférence)
commun 6
o

Sdus-groupe C2b
Cqurant(s) résidueNsha T as0 = [spécifiée haute].
h i et
Sqit:
Cqurant r lsg 747-7, ch. lil,{ Vg = [de préférence entre 65 % X
coll sect. trois, et 85 % de Vcso max.]

par. 6.4 =0
sojt:
Cdurant._résiduel lcEX(z) 747-7, ch. i, Vce = [de préférence entre 65 % X
collécteur-émetteur sect. trois, ot 85 % de V-, max],

par. 6.4 Ve = [X spécifié]
S'ity a lieu:
Courant résiduel ICER(Z) 747-7, ch. {ll,| Ve = [de préférence entre 65 % X
collecteur-émetteur . sect. trois, ot 85 % de VCER max.]

par. 6.4 Rge = [R spécifié]
S'ily a lieu:
Courant résiduel lCES(Z) 747-7, ch. lil,}| Vg = [de préférence entre 65 % X
collecteur-émetteur sect. trois, ot 85 % de Vo max.]

par. 6.4 Vee =0

[NOTE 5 — Méme méthode que pour C,,, , en inversant les bornes d'émetteur et de collecteur.]
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